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Abstract: GB 2222314 A 

Continuously porous, planar dielectric sheet (2) has dielectric material (3) of 
greater permittivity impregnated into portions of the sheet in the thickness 
direction thereof to form an electric wave propagating circuit. Planar sheet is of 
expanded ptfe the pores of which are aligned predominantly in the thickness 
direction of the sheet. The impregnated dielectric material can be a tfe- 
hexaf luoropropylene copolymer, a tf e-perf luoroalkylvinyl ether copolymer, a tfe- 
ethylene copolymer of a tfe dispersion. A protective film (5) can be laminated to 
one or both faces of the sheet . 



USE/ADVANTAGE - In the transmission of electromagnetic waves of extremely short 
wavelength, such as microwaves, m m, of submm waves, in a planar device. Provides a 
transmission circuit with good transmission characteristics and capable of being 
used to expand the circuit in the planar direction. High density circuits can be 
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Beschieibung 

Diese Erfindung bezieht sich auf einen Ubertragungskreis fur die Uber- 
tragung von elektromagnetischen Wellen von extrem kurzer Wellen- 
lange, wie z.B. Mikrowellen, Millimeterwellen und Submillimeter- 
wellen, und insbesondere bezieht sie sich auf einen ebenen Ubertra- 
gungs-Kieis. 

Koaxialkabel, Wellenleiter, Mikrostreifenleiter, dielektrische Leiter und 
andere derartige Vorrichtungen werden laufend benutzt, urn diese Arten 
von elektromagnetischen Wellen zu ubertragen. In alien von diesen 
Vorrichtungen wild ein Kem von einem runden oder rechteckformigen 
Querschnitt durch ein Dielektrikum mit einem geringen dielektrischen 
Verlust und mit einer veifaaltnismaBig hohen Dielektrizitatskonstanten 
zur Ubertragung der fortschreitenden Wellenenergie der elektromagneti- 
schen Welle gebildet, und der Kern wild von einem Dielektrikum mit 
einer niedrigen Dielektrizitatskonstanten umgeben. Oberflachen-Wellen- 
leiter, die aus einem inhomogenen dielektrischen Film gebildet sind, sind 
aus ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS IN JAPAN, Vol. 51- 
B, No. 3, 1968, Seiten 50 bis 54; N. KUMAGAI et al: "Surface wave- 
guide consisting of inhomogeneous dielectric thin film" bekannt. Andere 
Formen von Hcrchfrequenz-Ubeitrag^gsvorrichtungen sind nicht beruck- 
sichtigt worden und es besteht daher eine Aufgabe darin, wie Schalt- 
kreis-Netzwerke auszubilden sind und die Schaltungs-Dichte zu ver- 
grofiern ist. 

GemaB der Erfindung ist ein Hoch&equenz-Ubeitragungs-Kieis vorgese- 
hen, der eine ebene dielektrische Schicht mit einer kontinuierlichen 
Porositat aufweist, woduich ein dielektrisches Material mit einer 
giofieren Dielektrizitatskonstanten als die dielektrische Schicht in Ab- 



schnitten der genannten dielektrischen Schicht in deren Dicken-Richtung 
impragniert wird, urn in der genannten ebenen dielektrischen Schicht 
einen Fortpflanzungs-Kreis fur elektromagnetische Wellen zu bilden. 

Mit anderen Worten, es wird ein Hochfrequenz-Ubertragungs-Krcis 
voigesehen, der eine kontinuierliche, porose, ebene, dielektrische 
Schicht mit einem darin befindlichen Schaltkreis zur Fortpflanzung von 
elektromagnetischen Wellen aufweist, welcher duich ein dielektrisches 
Material von einer hoheien Dielektrizitatskonstanten gebildet ist, welches 
in die dielektrische Schicht in deien Dicken-Richtung impragniert ist. 
Das den Foitpflanzungs-Kreis fur elektromagnetische Wellen bildende 
dielektrische Material kann ein Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen- 
Copolymer, ein Tetrafluorethylen-Perfluora 

ein Tetrafluorethylen-Ethylen-Copolymer oder eine Tetrafluorethylen- 
Dispersion sein. 

Die ebene dielektrische Schicht ist vorzugsweise ein poroses, expandier- 
tes Polytetrafluorethylen. 

Es ist fur die kontinuierlichen Poren der porosen, ebenen dielektrischen 
Schicht wunschenwert, hauptsachlich in der Dicken-Richtung der Schicht 
ausgerichtet zu sein, obwohl selbst fur eine ebene dielektrische Schicht, 
deren Porositat nicht ausgerichtet ist, ein ahnliches Impragnierungs- 
Ergebnis unter Verwendung eines maskierten Impragnierungs-Verfahrens 
erreicht werden kann. 

Die Erfindung ergibt einen Hochfrequenz-Ubertiagungs-Kreis , der gute 
Ubertragurigseigenschaften aufweist und der dazu befahigt ist, dazu 
verwendet zu werden, um den Kreis in der ebenen Richtung auszudeh- 
nen. Irgendein gewunschter Hochfrequenzkreis kann mit einer dunnen, 
kontinuierlichen, porosen, ebenen, dielektrischen Schicht durch Laminie- 
ren oder andere Verfahren ausgebildet werden. Die Bildung von Hoch- 
frequenz-Ubertragungs-Kreisen von hoher Dichte kann ebenfalls bewerk- 
stelligt werden. 



Bevorzugte Ausfuhningen der Erfindung weiden nunmehr im Rahmen 
eines Beispiels unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnungen 
beschrieben, in welchen zeigen: 

Kg. 1 eine schematische, perspektivische Querschnittsansicht 

einer Ausfuhrungsfonn eines Hcrchfrequenz-Uberttagungs- 
Kreises gemaS der Erfindung; und 

Fig- 2 eine teilweise Schnittansichf, welche ein Verfahren zur 

Bildung eines Hochft^uenz-Ubeitragikngs-Kreises in Uber- 
einstimmung mit der Erfindung veranschaulicht. 

Fig. 1 zeigt einen Hochfirequenz-Ubertrag^ngs-Kreds 1, der durch die 
Bildung von zur Ubertragung von elektromagnetischen Wellen dienenden 
Abschnitten 3 und 4 in Teilen einer porosen, ebenen dielektrischen 
Schicht 2 geschaffen ist, wobei die letztere aus einem kontinuierlichen, 
porosen, expandierten Polytetrafluorethylen-Film besteht, sowie durch 
wahlweises Laminieien einer Schutzfolie 5 auf die oberen und unteren 
Oberflachen der Schicht 2. Die Schutzfolien 5 konnen jeweils eine vor- 
impragnierte Schicht aus porosem, expandierten Polytetrafluorethylen 
sein. 

Wenn ein Film aus expandiertem Polytetrafluorethylen mit einer Dielek- 
trizitatskonstanten von 1,4 als die ebene dielektrische Schicht 2 benutzt 
wild, kann ein Pulver aus Tetrafluorethylen-Hexafluoipropylen-Copoly- 
mer-Harz, Tetrafluorcthylen-Perfluoralkylv^ 

Tetrafluoiethylen-Ethylen-Copolymer-Harz oder dergleichen mit einer 
Dielektrizitatskonstanten von ungefahr 2 sowie ein Bindemittel, oder 
alternativ, eine Tefcrafluorethylen-Harz-Dispersion und ein Bindemittel, 
in Abschnitten der Schicht 2 impragniert und fixiert wetden, um Ab- 
schnitte 3 und 4 zur Ubertragung elektromagnetischer Wellen zu bilden. 
Das Bindemittel kann ein Teflon (eingetragenes Warenzeichen)-Kleber 
sein. 

Diese Abschnitte 3 und 4 zur Ubertragung elektromagnetischer Wellen 
konnen beispielsweise, wie in Fig. 2 gezeigt, durch Aufbringen einer 



Invers-Muster-Schaltkreis-Maske 6 auf die ebene dielektrische Schicht 2, 
sodann durch Aufbringen der aus Harz-Pulver und Bindemittel beste- 
henden Masse auf diesen S chaltkreis -Mu s terab schnitt und durch Er- 
moglichen einer naturlichen, aufgrund der Schwerkraft stattfindenden 
Impragnierung, oder durch Aufbiingen in einer ahnlichen Maske 6 auf 
die untere Oberflache der ebenen dielektrischen Schicht 2 und durch 
Erleichterung der Impragnierung mit Hilfe einer Vakuumpumpe 8 ausge- 
bildet werden. 

Wenn die Zusammensetzung oder Masse 7, nachdem sie auf diese Art 
und Weise impragniert worden ist, getrocknet ist, sind Abschnitte 3 und 
4 zur Ubertragung elektromagnetischer Wellen gebildet worden, welche 
eine Dielektrizitatskonstante aufweisen, die hoher ist als diejenige der 
ebenen dielektrischen Schicht 2. 

Urn fur die Ubertragung elektromagnetischer Wellen Abschnitte 3 und 4 
mit sehr scharfen Begrenzungen zu bilden, ist es wunschenswert, daB die 
kontinuierliche Porositat der ebenen dielektrischen Schicht 2 von dem 
feinstmoglichen Qrad sein sollte, und daB die kontinuierlichen Porcn so 
viel wie moglich in der Richtung der Staike der ebenen dielektrischen 
Schicht 2 ausgerichtet sein soUten, d.h. senkrecht zu der Ebene der 
Schicht, oder daB die Porositat in der Dicken-Richtung hoch sein sollte. 

Weil die vorliegende Erfindung es ennoglicht, daB ein Hochfrcquenz- 
Ubertragungs-Kieis in Form einer dunnen Schicht ausgebildet wird, und 
die rechteckfonnige Gestalt der zur Ubertragung elektromagnetischer 
Wellen dienenden Abschnitte die Polarisations-Ebene aufrecht erhalten, 
konnen Verbindungen hergestellt werden, ohne daB ein bedeutender 
Fehler in der Richtung der elektromagnetischen Wellen eingefuhrt wild, 
und es konnen Mehrfach-Schicht-Vorrichtungen leicht hergestellt wer- 
den. 

Daruber hinaus konnen, weil die Erfindung auf der Impragnierung in 
eine kontinuierliche, porose, ebene dielektrische Schicht zur Bildung von 
Schaltkreisabschnitten zur Ubertragung von elektromagnetischen Wellen 




aufbaut, dunne Vorrichtungen hergestellt werden und es konnen Uber- 
tragungs-Schaltkreise mit einer sehr hohen Dichte ausgebildet weiden. 
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Patents nspriiche 

1. Hochfrequenz-Ubertragungs-Kreis mit einer ebenen di-elektri- 
schen Schicht (2), dadurch gekennzeichnet, dafi die genannte Schicht 
eine kontinuierliche Porositat aufweist, wodurch ein dielektrisches Mate- 
rial mit einer grofleren Dielektrizitatskonstanten als die dielektrische 
Schicht in Abschnitten der genannten dielektrischen Schicht in deren 
Dicken-Richtung impragniert wixd, um in der genannten ebenen dielek- 
trischen Schicht (2) einen Fortpflanzungs-Kreis (3, 4) fur elektromagne- 
tische Wellen zu bilden. 

2. Ubertragungs-Kreis nach Anspnich 1, bei welchem das di- 
elektrische Material des Fortpflanzungs-Kreises (3, 4) fur elektromagne- 
tische Wellen ein Tetrafluorethylen-Hexafluoipropylen-Copolymer ist. 

3. Ubertragungs-Kreis nach Anspnich 1, bei welchem das 
dielektrische Material des Fortpflanzungs-Kreises (3, 4) fur elektro- 
magnetische Wellen ein Tetrafluorethylen-Perfluoralkylvinyl-Ether- 
Copolymer ist. 

4. Ubertragungs-Kreis nach Anspnich 1, bei welchem das 
dielektrische Material des Fortpflanzungs-Kreises (3,4) fur elektro- 
magnetische Wellen ein Tetrafluorethylen-Ethylen-Copolymer ist. 

5. Ubertragungs-Kreis nach Anspnich 1, bei welchem das 
dielektrische Material des Fortpflanzungs-Kreises (3, 4) fur elektro- 
magnetische Wellen eine Tetrafluorethylen-Dispersion ist. 

6. Ubertragungs-Kreis nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei welchem die genannte ebene dielektrische Schicht (2) ein 
poroses expandiertes Polytetrafluorethylen ist. 
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7. Ubertragungs-Kreis nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei welchem die kontinuierlichen Poren der ebenen dielektri- 
schen Schicht (2) hauptsachlich in der Dicken-Richtung der Schicht 
ausgerichtet sind. 

5 

8. Ubertragungs-Kieis nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, welcher eine Schutz-Folie (5) aufweist, die auf mindestens eine 
Seite der ebenen dielektrischen Schicht (2) laminiert ist. 
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